
 단분자막과 금속 전극 사이에
그래핀을 끼워넣은 메모리 소자 개념도  

그래핀으로 메모리 수율 100% 달성
환원산화그래핀으로 수율․ 전도성 개선 … 컴퓨터․태양전지 채용

신소재 그래핀(Graphene)의 얇은 막을 활용해 제작 효율과 성능이 뛰어난 메모리 소자가 개발됐다.

교육과학기술부와 한국연구재단은 성균관대 이효영 교수가 주도한 연구팀이 전원이 없어도 정보를 유지하

는 비휘발성 분자 메모리 소자에 환원산화그래핀 전극막을 씌워 수율과 전도성을 개선하는데 성공했다고 11월

27일 발표했다.

분자 메모리 소자는 물질의 분자구조 자체를

이용해 메모리 기능을 구현한다.

그러나 두께가 2-3나노미터에 불과한 탄소화

합물 단분자층 메모리 소자에 전극을 얹으면,

금속 알갱이들이 분자층을 훼손해 전도성 등이

떨어져 수율이 10%에도 미치지 못하는 문제가

있었다.

연구팀은 환원산화그래핀을 단분자층과 금속

전극 사이에 끼워넣자 그래핀 층이 금속 전극

의 나노입자가 단분자막에 침투하는 것을 효과

적으로 막아 소자의 수율이 거의 100% 수준으

로 높아졌다.

환원산화그래핀이란 흑연을 산화시켜 만든

그래핀옥사이드를 환원해 생산하며, 그래핀과

마찬가지로 높은 전기 전도성을 갖추었고 대량 생산과 용액 제조가 가능한 물질이다.

이효영 교수는 “환원산화그래핀 용액을 이용한 분자 메모리 소자는 만들기 쉽고 수율이 높을 뿐만 아니라,

그래핀의 특성상 휘어지는 모니터나 컴퓨터, 태양전지 등에도 응용될 수 있다”고 주장했다.

연구 성과는 11월16일 화학분야의 권위지인 독일 <앙게반테 케미(Angewandte Chemie International

Edition)> 온라인판에 실렸다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재․재배포 금지>
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